Polarizzazione (= bias) del MOS:

Come per BJT, JFET — Necessaria a fissare il punto di lavoro
I,, Vs, Vps quiescenti:
Valori intorno ai quali

correnti e tensioni di segnale incrementano/decrementano
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2) Schema a self-bias
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Modello del MOS per piccoli segnali:
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Transconduttanza del NMOS:
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Conduttanza di uscita del NMOS:
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Simile per PMOS



Applicazione: Amplificatore Common Source (CS)
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Guadagno di tensione:
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Condizione di saturazione (richiesta per amp. lineare):
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Es:
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Parametri del 4-polo equivalente:

Av = _ngL
Rin =00
Rout = RD

Tenendo conto della variazione della lunghezza del canale con V,: 1, < oo
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Osservazioni generali:
g, (MOS)< g, (BJT)— A, grande richiede R, grande
R grandi non benvenute in circuiti VLSI
Grandi — occupazione suolo pubblico
Dissipatrici — riscaldamento globale

Grande 'Voltage Headroom' — V,,, elevata



— Schemi con generatore di corrente = carico attivo
Resistenza (ohmica) sul drain di M, R,, — Res. (dinamica) di uscita di M, r,,

Non necessaria R, elevata — Non necessaria V,,, elevata
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Considerevole simmetria rispetto a scambio NMOS «— PMOS:

Stesso guadagno

A ==g., (roz I rm)

VDD

A\' = _ng(rOI H ’bl)

VO ut

Vb.—l M1



CS con resistenza sul source (assumendo ro):
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PMOS in saturazione invece di una resistenza:
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Altre configurazioni: Simili a quelle di BJT, JFET
Es.: Source follower
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Comportamento del MOS ad alta frequenza:

Effetto delle capacita' intrinseche

Problema simile a quello del BJT: Effetto Miller

— Teorema di Miller per decomposizione C,.
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Capacita' intrinseche del MOS:

Gate-Canale
Gate-Source e Gate-Drain (Cap. di overlap e da fringing field)
Source-Body e Drain-Body (Cap. di giunzione)

p-substrate




Modello del MOS con capacita":

Con teorema di Miller:
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Applicazione: Stadio CS con carico attivo

Stadio CS Capacita’ intrinseche Semplificato

carico attivo PMOS
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